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(57) Abstract: The invention specifies an electronic
component (1) which extends, along a main plane of extent,
in a first lateral direction (x) and in a second lateral direction
(y), comprising - at least one electronic semiconductor chip
(10), - a moulding (3), which completely encloses the
semiconductor chip (10) in the lateral direction, and - a
multiplicity of mechanical reinforcement structures (2, 2'),
wherein - the reinforcement structures (2, 2') are embedded
in the moulding (3), - each reinforcement structure (2, 2') is
of elongate design and has a respective length (L, L") which
is a predominant part of a maximum extent of the electronic
component (1) in the first lateral direction (x) and/or in the
second lateral direction (y), and - each reinforcement
structure (2, 2') is spaced apart from the semiconductor chip
(10) in the first and/or second lateral direction (X, y).

(57) Zusammenfassung: Fs wird ein elektronisches Bauteil
(D) angegeben, das sich entlang einer
Haupterstreckungsebene in einer ersten lateralen Richtung
(x) und in einer zweiten lateralen Richtung (y) erstreckt,
umfassend - zumindest einen elektronischen Halbleiterchip
(10), - einen Formkérper (3), der den

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Halbleiterchip (10) lateral vollstdndig umschliefit, und - eine Vielzahl von mechanischen Verstdrkungsstrukturen (2, 2'), wobei -
die Verstarkungsstrukturen (2, 2') in den Formk&rper (3) eingebettet sind, - jede Verstirkungsstruktur (2, 2') ldnglich ausgebildet
ist und jeweils eine Lange (L, L") aufweist, die einen Grofteil einer maximalen Erstreckung des elektronischen Bauteils (1) in der
ersten lateralen Richtung (x) und/oder in der zweiten lateralen Richtung (y) betrégt und - jede Verstdrkungsstruktur (2, 2') in der
ersten und/oder zweiten lateralen Richtung (x, y) beabstandet zu dem Halbleiterchip (10) angeordnet ist.
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Beschreibung

Elektronisches Bauteil sowie Verfahren zur Herstellung eines

elektronischen Bauteils

Die Druckschrift DE 10 2009 036 621 Al beschreibt ein
elektronisches BRauteil sowie ein Verfahren zur Herstellung

eines elektronischen Bauteils.

Eine zu lo&sende Aufgabe besteht darin, ein elektronisches
Bauteil, das eine erhdhte Bruchfestigkeit aufweist,
anzugeben. Ferner besteht eine zu ldsende Aufgabe darin, ein
Verfahren zur Herstellung eines elektronischen BRauteils mit

einer erhdhten Bruchfestigkeit anzugeben.

Es wird ein elektronisches Bauteil angegeben. Bei dem
elektronischen Bauteil kann es sich um ein
Halbleiterbauteil, wie beispielsweise einen integrierten
Schaltkreis und/oder eine Diode, handeln. Insbesondere kann
es sich bei dem elektronischen Bauteil um ein
optoelektronisches Bauteil, das zur Emission und/oder
Absorption elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist,
handeln. In diesem Fall kann es sich bei dem elektronischen

Bauteil um eine Leuchtdiode oder eine Fotodiode handeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils erstreckt sich dieses entlang einer
Haupterstreckungsebene in einer ersten lateralen Richtung
und in einer zweiten lateralen Richtung. Die erste und die
zwelte laterale Richtung stehen zum Beispiel senkrecht
aufeinander und spannen die Haupterstreckungsebene auf.
Senkrecht zu der ersten und der zweiten lateralen Richtung,

in einer vertikalen Richtung, weist das elektronische
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Bauteil eine Bauteildicke auf, die klein ist gegeniiber einer
maximalen Erstreckung des elektronischen Bauteils entlang

der ersten und/oder zweiten lateralen Richtung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umfasst dieses zumindest einen elektronischen
Halbleiterchip. Bei dem elektronischen Halbleiterchip kann
es sich beispielsweise um eine integrierte Schaltung oder um
einen optoelektronischen Halbleiterchip, wie beispielsweise
einen Leuchtdiodenchip oder einen Fotodiodenchip, handeln.
Insbesondere kann der elektronische Halbleiterchip einen p-
n-Ubergang umfassen. Der elektronische Halbleiterchip kann
frei von einem Aufwachssubstrat sein. Mit anderen Worten,
der elektronische Halbleiterchip kann ein Dinnfilm-Chip

sein.

Ein optoelektronischer Halbleiterchip weist bevorzugt eine
aktive Zone auf, die dazu geeignet ist, elektromagnetische
Strahlung, bevorzugt sichtbares Licht, zu erzeugen.
Weiterhin ist es auch mdglich, dass die aktive Zone dazu
geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu empfangen. Die
elektromagnetische Strahlung, die von der aktiven Zone
erzeugt oder empfangen wird, verlauft gemal einer
Ausfiihrungsform des Bauteils durch eine
Strahlungsdurchtrittsflidche beim Austritt oder Eintritt in
den Halbleiterchip.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umfasst dieses einen Formkdrper. Der Formkdrper
umschlielt den Halbleiterchip lateral vollstandig. Der
Formk&érper kann insbesondere direkt an den Halbleiterchip
angrenzen. Der Formkdrper kann mit einem Silikon, einem

Epoxidharz, einem Lack, einem Spin-On-Glas und/oder einem
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Hybridpolymer, wie beigpielsweise Ormocer, gebildet sein
oder aus zumindest einem dieser Materialien bestehen. Ferner
kann der Formkorper reflektierende Partikel, wie
beispielsweise Titandioxid-Partikel, enthalten. Alternativ
oder zusatzlich ist es moglich, dass der Formkdrper
Partikel, die der Anpassung des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten des Formkorpers an den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten der iibrigen Komponenten des
elektronischen Bauteils, wie beispielsweise des
Halbleiterchips, dienen, enthdlt. Hierfiir eignen sich

beispielsweise Siliziumdioxid-Partikel.

Es ist moglich, dass eine maximale Ausdehnung des
Halbleiterchips in der vertikalen Richtung der Bauteildicke
entspricht. Ferner ist es modglich, dass der elektronische
Halbleiterchip und der Formkdrper in der vertikalen Richtung
biindig miteinander abschlielen und der Formkorper
Seitenflachen des Halbleiterchips vollstandig bedeckt. Mit
anderen Worten, eine maximale Ausdehnung des Formkdrpers
entlang der vertikalen Richtung kann der maximalen
Ausdehnung des Halbleiterchips in der vertikalen Richtung
entsprechen. Es ist alternativ mdglich, dass der Formkérper
den Halbleiterchip in der vertikalen Richtung iber-

beziehungsweise unterragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils ist bei Verwendung eines optoelektronischen
Halbleiterchips dessen Strahlungsdurchtrittsfldche zumindest
stellenweise frei von dem Formkdrper. Beispielsweise ist die
Strahlungsdurchtrittsflache zumindest stellenweise von aulien

frei zuganglich.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils ist bei Verwendung eines optoelektronischen
Halbleiterchips dessen Strahlungsdurchtrittsflache
vollstandig frei von dem Formkdrper. Beispielsweise ist die
Strahlungsdurchtrittsflache vollstandig von aulen frei

zuganglich.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umfasst dieses eine Vielzahl von mechanischen
Verstarkungsstrukturen. Die Verstarkungsstrukturen sind zur
mechanischen Stabilisierung des elektronischen Rauteils
eingerichtet. Insbesondere sind die Verstarkungsstrukturen
zur Erhdéhung der Bruchfestigkeit des elektronischen Bauteils
eingerichtet. Die Verstarkungsstrukturen sind in den
Formk&érper eingebettet. Mit anderen Worten, die
Verstarkungsstrukturen werden zumindest teilweise von dem
Formk&érper umschlossen. Die Verstarkungsstrukturen kodnnen
zumindest teilweise in direktem Kontakt mit dem Formkérper

stehen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils ist jede Verstarkungsstruktur langlich ausgebildet
und weist jeweils eine Lange auf. Mit anderen Worten, jede
Verstarkungsstruktur weist eine Haupterstreckungsrichtung
auf, in der sie sich erstreckt und die Lange aufweist.
Senkrecht zur Haupterstreckungsrichtung weist jede
Verstarkungsstruktur eine Dicke auf, die klein ist gegen die
Lange. Die Lange betragt einen GroBteil der maximalen
Erstreckung des elektronischen Bauteils entlang der ersten
lateralen Richtung und/oder der maximalen Erstreckung des
elektronischen Bauteils entlang der zweiten lateralen
Richtung. ,Ein GroBRteil der maximalen Erstreckung® kann

hierbei und im Folgenden wenigstens 50 %, bevorzugt
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wenigstens 60 % und besonders bevorzugt wenigstens 70 %, der

maximalen Erstreckung sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils ist jede Verstarkungsstruktur in der ersten
und/oder zweiten lateralen Richtung beabstandet zu dem
Halbleiterchip angeordnet. Zwischen den
Verstarkungsstrukturen und dem Halbleiterchip kann zum

Beispiel ein Teil des Formkdrpers angeordnet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils erstreckt sich dieses entlang einer
Haupterstreckungsebene in einer ersten lateralen Richtung
und in einer zweiten lateralen Richtung. Das elektronische
Bauteil umfasst zumindest einen elektronischen
Halbleiterchip, einen Formkdrper, der den zumindest einen
Halbleiterchip lateral vollstandig umschlieBt, und eine
Vielzahl von mechanischen Verstarkungsstrukturen. Die
Verstarkungsstrukturen sind in den Formkdrper eingebettet
und langlich ausgebildet. Jede Verstarkungsstruktur weist
eine Lange auf, die einen GroBteil einer maximalen
Erstreckung des elektronischen Bauteils entlang der ersten
lateralen Richtung und/oder entlang der zweiten lateralen
Richtung betragt. Ferner ist jede Verstarkungsstruktur in
der ersten und/oder zweiten lateralen Richtung beabstandet

zu dem Halbleiterchip angeordnet.

Bei dem hier beschriebenen elektronischen Bauteil wird
insbesondere die Idee verfolgt, durch das Einbringen von
mechanisch versteifenden Verstarkungsstrukturen in einen
Formk&érper eine erhdhte Bruchfestigkeit und somit eine
erhdéhte mechanische Stabilitat bei einem kompakten Bauteil

zu ermdglichen. Ahnlich dem Prinzip von Stahlbeton wird
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durch die Kombination der zwei Materialien der
Verstarkungsstrukturen und des Formkdrpers die
Bruchfestigkeit des Bauteils und/oder des FormkoOrpers

signifikant erhdht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die Verstarkungsstrukturen elektrisch von dem
zumindest einen Halbleiterchip isoliert. Die
Verstarkungsstrukturen dienen somit nicht der elektrischen
Kontaktierung des Halbleiterchips. Beispielsweise erfolgt

die elektrische Isolierung durch den Formkorper.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils bestehen die Verstarkungsstrukturen aus einem
Material, das eine hdhere Bruchfestigkeit und/oder einen
hoheren Elastizitadtsmodul als das Material des Formkdrpers
aufweist. Die Verstarkungsstrukturen sind in diesem Fall
mechanisch stabiler ausgebildet als der Formkdrper.
Insbesondere kodnnen die Verstarkungsstrukturen steifer
ausgebildet sein als der Formkorper. Beispielsweise sind die
Verstarkungsstrukturen mit einem Metall, Glasfaser,
Kohlefaser, Kevlar, Naturfasern oder Kunststoffgewebe
gebildet. Insbesondere kann jede Verstarkungsstruktur mit
Nickel oder einer Nickellegierung gebildet sein oder aus
Nickel oder einer Nickellegierung bestehen. Nickel zeichnet
sich insbesondere durch eine hohe Steifigkeit, insbesondere
eine hohe Verwindungssteifigkeit, und eine hohe
Bruchfestigkeit aus. Zudem kann Nickel einfach galvanisch
aufgebracht werden. Hierbei ist es insbesondere mdglich,
dass die Verstadrkungsstrukturen zumindest teilweise mittels
eines galvanischen Abscheideverfahrens hergestellt sind. Die

Verstarkungsstrukturen konnen dann eine galvanisch
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abgeschiedene Galvanikschicht enthalten oder aus einer

galvanisch abgeschiedenen Galvanikschicht bestehen.

In dem Fall, dass es sich bei dem Halbleiterchip um ein
optoelektronisches Bauteil handelt, ist es ferner mdglich,
dass die Verstarkungsstrukturen reflektierend ausgebildet
sind. ,Reflektierend ausgebildet™ bedeutet hierbei und im
Folgenden, dass das Material der Verstarkungsstrukturen fir
eine gegebenenfalls von dem Halbleiterchip emittierte
beziehungsweise absorbierte elektromagnetische Strahlung
einen Reflexionskoeffizienten von wenigstens 90 %, bevorzugt

wenigstens 95 %, aufweist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils erstreckt sich jede Verstarkungsstruktur
hauptsachlich entlang einer Hauptrichtung. ,Hauptsachlich
entlang einer Richtung"“ bedeutet hierbei und im Folgenden,
dass ein Winkel zwischen einer Verstarkungsstruktur und der
ihr zugehdrigen Hauptrichtung héchstens 40°, bevorzugt
héchstens 30° und besonders bevorzugt hdéchstens 10°,
betradagt. Bei der Hauptrichtung kann es sich um die erste
oder um die zweite laterale Richtung handeln. Einer
Verstarkungsstruktur kann somit entweder die erste oder die
zweite laterale Richtung als Hauptrichtung zugewiesen
werden. Hierbei und im Folgenden ist die Hauptrichtung,
entlang derer sich eine Verstarkungsstruktur erstreckt, die

Hauptrichtung der jeweiligen Verstadrkungsstruktur.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils betragt die Lange jeder Verstarkungsstruktur
wenigstens 60 %, bevorzugt wenigstens 70 %, der maximalen
Erstreckung des elektronischen Bauteils entlang der

Hauptrichtung der jeweiligen Verstadrkungsstruktur.
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Beispielsweise erstreckt sich eine der
Verstarkungsstrukturen entlang der ersten lateralen Richtung
als Hauptrichtung, wobei die Lange dieser
Verstarkungsstruktur dann wenigstens 60 %, bevorzugt
wenigstens 70 %, der maximalen Erstreckung des
elektronischen Bauteils entlang der ersten lateralen

Richtung betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umfassen die Verstarkungsstrukturen erste
Strukturen und zweite Strukturen. Die ersten und zweiten
Strukturen verlaufen im Rahmen der Herstellungstoleranzen
quer und/oder senkrecht zueinander. Insbesondere ist es
moéglich, dass die jeweiligen Hauptrichtungen der ersten
Strukturen und die jeweiligen Hauptrichtungen der zweiten
Strukturen einen Winkel von wenigstens 75°, bevorzugt
wenigstens 85°, und héchstens 90° miteinander einschlieRen.
Mit anderen Worten, die ersten Strukturen und die zweiten
Strukturen verlaufen im Rahmen der Herstellungstoleranzen
senkrecht zueinander. Beispielsweise ist die Hauptrichtung
der ersten Strukturen die erste laterale Richtung und die
Hauptrichtung der zweiten Strukturen die zweite laterale

Richtung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umgeben die ersten Strukturen und die zweiten
Strukturen den zumindest einen Halbleiterchip rahmenartig.
Insbesondere kénnen die ersten Strukturen und die zweiten
Strukturen den zumindest einen Halbleiterchip vollstédndig
lateral umschlieBen. ,Rahmenartig™ bedeutet hierbei und im
Folgenden, dass die ersten Strukturen und die zweiten

Strukturen den zumindest einen Halbleiterchip in einer



10

15

20

25

30

WO 2016/184659 PCT/EP2016/059497

Aufsicht lateral zu wenigstens 70 %, bevorzugt wenigstens 85

%, umschlieRen beziehungsweise einfassen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die Verstarkungsstrukturen paarweise
voneinander beabstandet angeordnet. Mit anderen Worten,
keine der Verstarkungsstrukturen steht mit einer weiteren
Verstarkungsstruktur in direktem Kontakt. Dies ermdglicht
beispielsweise, ein Bauteil mit einem mechanisch stabilen,
jedoch weiterhin flexiblen FormkOrper bereitzustellen. Zudem
sind die Verstarkungsstrukturen durch die paarweise
voneinander beabstandete Anordnung elektrisch voneinander

isoliert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die Verstarkungsstrukturen miteinander
verbunden. Insbesondere kénnen alle Verstarkungsstrukturen
zusammenhangen und einstiickig ausgebildet sein.
Zusammenhdngende Verstarkungsstrukturen konnen
beispielsweise vereinfacht im Waferverbund hergestellt
werden und anschlieBend als Ganzes in das Bauteil

eingebracht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die ersten Strukturen und die zweiten
Strukturen in voneinander verschiedenen vertikalen Ebenen
angeordnet. Eine vertikale Ebene wird durch die erste und
die zweite laterale Richtung aufgespannt. Zwei voneinander
verschiedene vertikale Ebenen sind entlang der vertikalen
Richtung voneinander beabstandet beziehungsweise
ibereinander angeordnet. Die ersten Strukturen und die
zwelten Strukturen sind somit in der vertikalen Richtung

ilbereinander angeordnet.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die ersten Strukturen und die zweiten
Strukturen in derselben vertikalen Ebene angeordnet.
Insbesondere kénnen die ersten Strukturen und die zweiten

Strukturen miteinander verbunden sein.

Anhand der Anordnung der Strukturen in unterschiedlichen
oder gleichen vertikalen Ebenen kann ein verwendetes
Herstellungsverfahren an dem fertiggestellten elektronischen

Bauteil nachgewiesen werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umschlieRt der Formkorper die
Verstarkungsstrukturen in der vertikalen Richtung
vollstandig. Mit anderen Worten, die Verstadrkungsstrukturen
sind in der vertikalen Richtung von dem Formkdrper bedeckt

und nicht mehr frei zuganglich.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils sind die Verstarkungsstrukturen an einer Deckflache
des Bauteils und/oder an einer der Deckflache abgewandten
Bodenflache des Bauteils frei von dem Formkdrper. Mit
anderen Worten, der Formkdrper bedeckt die
Verstarkungsstrukturen in der vertikalen Richtung nicht

vollstandig.

Anhand der Anordnung der Verstdrkungsstrukturen in Bezug auf
den Formkorper kann ebenfalls das verwendete
Herstellungsverfahren an dem fertiggestellten elektronischen

Bauteil nachgewiesen werden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils umschlieBt der Formkdrper die
Verstarkungsstrukturen in der ersten lateralen Richtung
und/oder in der zweiten lateralen Richtung vollstéandig.
Insbesondere ist es mdglich, dass der Formkdrper jede
Verstarkungsstruktur in der Richtung, die senkrecht zu der
Hauptrichtung der jeweiligen Verstarkungsstruktur steht,
vollstandig umschlieBt. Ferner kann der Formkdrper jede
Verstarkungsstruktur in den beiden lateralen Richtungen
vollstandig umschlieBen. Beispielsweise erstreckt sich eine
der Verstarkungsstrukturen entlang der ersten lateralen
Richtung und wird zumindest entlang der zweiten lateralen

Richtung vollstandig von dem Formkdrper umschlossen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils betragt eine Dicke jeder Verstarkungsstruktur
wenigstens 8 um und hdchstens 250 pm. Bevorzugt betragt die
Dicke wenigstens 8 pm und hoéchstens 100 um. Besonders
bevorzugt betragt die Dicke wenigstens 20 um und hochstens
100 pm. Bei der Dicke kann es sich insbesondere um die
maximale Ausdehnung der Verstarkungsstrukturen entlang einer
Richtung senkrecht zur Haupterstreckungsrichtung, also

senkrecht zur Lange, der Verstarkungsstruktur handeln.

Insbesondere ist es mdglich, dass die Verstarkungsstrukturen
in jeder Richtung senkrecht zur Lange, beziehungsweise zur
Haupterstreckungsrichtung, eine Dicke von wenigstens 8 um,
bevorzugt wenigstens 10 um und besonders bevorzugt
wenigstens 20 pm, und héchstens 250 pm, bevorzugt hochstens

100 pm aufweisen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen

Bauteils weisen die Verstarkungsstrukturen entlang der
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vertikalen Richtung jeweils zumindest einen ersten Bereich
und zumindest einen zweiten Bereich auf. Der erste Bereich
weist eine erste Dicke und der zweite Bereich eine zweite
Dicke, die von der ersten Dicke verschieden ist, auf. Die
erste und die zweite Dicke verlaufen jeweils senkrecht zur
Lange der Verstarkungsstrukturen. Mit anderen Worten, die
Verstarkungsstrukturen weisen jeweils eine inhomogene Dicke
auf. Insbesondere erstrecken sich der erste und zweite
Bereich entlang der gesamten Haupterstreckungsrichtung der
Jjeweiligen Verstarkungsstruktur. Durch eine solche
Inhomogenitat der Dicke konnen besonders effizient
mechanisch stabilisierende Verstarkungsstrukturen

bereitgestellt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauteils ist die erste Dicke kleiner als die zweite Dicke.
Der erste Bereich ist naher an der Deckfldche und/oder der
Bodenflidche des BRauteils angeordnet als der zweite Bereich.
Insbesondere ist es mdglich, dass das elektronische Bauteil
zwel erste Bereiche und einen zweiten Bereich umfasst. Einer
der ersten Bereiche kann dann nadher an der Deckflédche
angeordnet sein als der zweite BRereich und der andere der
ersten Bereiche kann ndher an der Bodenfldche angeordnet
sein als der zweite Bereich. Mit anderen Worten, entlang der
vertikalen Richtung kann die Verstidrkungsstruktur zunachst
breiter und anschlielend schmaler werden. Eine solche
Konfiguration ermdglicht beispielsweise ein &asthetisches
Erscheinungsbild des Bauteils, insbesondere da die
Verstarkungsstrukturen in einer Aufsicht auf die Deckflache

des elektronischen Bauteils schmaler wirken.

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung eines

elektronischen Bauteils angegeben. Das Verfahren eignet sich
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insbesondere zur Herstellung eines hier beschriebenen
elektronischen Bauteils. Das heiRt, samtliche fir das
Bauteil offenbarten Merkmale sind auch fiir das Verfahren

offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
ein Trager bereitgestellt, der eine Montagefldche aufweist.
Bei dem Trager kann es sich beispielsweise um eine Folie
handeln. Der Trager kann insbesondere der mechanischen
Stabilisierung der Komponenten des Bauteils wahrend des
Herstellungsverfahrens dienen. Der Trager ist dazu geeignet,
nach dem Herstellungsverfahren wieder von den Komponenten
des Bauteils entfernt zu werden. Ferner werden die
Verstarkungsstrukturen und der zumindest eine Halbleiterchip

bereitgestellt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
der zumindest eine Halbleiterchip auf der Montageflidche des
Tragers aufgebracht. Ferner werden die
Verstarkungsstrukturen aufgebracht. Der Halbleiterchip und
die Verstarkungsstrukturen werden mit dem Formkorper
umformt. Das Umformen kann beispielsweise mit einem
Formpressverfahren, einem Flissigspritzverfahren, einem
Spritzpressverfahren oder mittels VergieRBen erfolgen. Es ist

mbéglich, dass der Trager nach dem Umformen entfernt wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
zundchst der Halbleiterchip mit einem ersten Teil des
Formk&érpers umformt. AnschlieRend werden die
Verstarkungsstrukturen auf die der Montagefldche abgewandte
Seite des ersten Teils des Formkdrpers aufgebracht.
Darauffolgend werden der Halbleiterchip und die

Verstarkungsstrukturen mit einem zweiten Teil des
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Formkdorpers umformt. Die Schritte werden in der angegebenen
Reihenfolge durchgefiihrt. Das Umformen wird somit in
wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten

durchgefihrt.

Durch das eben beschriebene Verfahren ist es insbesondere
moéglich, eine Verstarkungsstruktur, die in vertikalen
Richtungen vollstandig von dem Formkdrper umschlossen ist,
bereitzustellen. Die vertikale Richtung verlauft weg von der

Montageflache.

Alternativ ist es moglich, dass die Verstarkungsstrukturen
auf die Montagefliche aufgebracht werden und anschlieBend in
einem einzigen Verfahrensschritt gemeinsam mit dem zumindest

einen Halbleiterchip mit dem Formkérper umformt werden.

Bei dem hier beschriebenen Verfahren wird die Idee verfolgt,
auf einfache Weise ein elektronisches Bauteil mit einer
hohen Bruchfestigkeit bereitzustellen. Die
Verstarkungsstrukturen liegen insbesondere nicht als
raumlich statistisch verteiltes Fillmaterial, wie
beispielsweise Si1i0p-Kugelchen, Fasern, wie Glasfasern, oder
Kohlenstoff, in dem Material des Formkdrpers vor.
Stattdessen werden die Verstarkungsstrukturen in einem
Verfahrensschritt, der zeitlich vor und/oder nach dem

Umformen mit dem Formkérper durchgefihrt wird, aufgebracht.

Beispielsweise konnen Verstarkungsstrukturen vor dem
Umformen mit dem Formkorper als eine Art Doppelstabmatte mit
Offnungen vorliegen. Die Halbleiterchips kénnen dann
innerhalb der Offnungen platziert werden. Die

Doppelstabmatte bildet dann nach dem Vereinzeln der Bauteile
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einen Verstarkungsrahmen rund um den Halbleiterchip

beziehungsweise das Bauteil.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens sind
die Verstarkungsstrukturen durch einen Draht gebildet. Der
Draht wird vor dem Aufbringen in eine Halterung gespannt.
Bei der Halterung kann es sich insbesondere um eine
mechanische Einheit, die wenigstens zwei Klemmvorrichtungen
zum Einklemmen des Drahtes aufweist, handeln. Dass der Draht
in die Halterung gespannt ist, kann hierbei bedeuten, dass
die Ladnge des Drahtes zwischen den zwei Klemmvorrichtungen
im Wesentlichen dem kleinsten Abstand zwischen den zwei
Klemmvorrichtungen entspricht. Durch das Einspannen in die
Halterung ist es mdglich, ein Verbiegen oder Krimmen der
Verstarkungsstrukturen zu verhindern, wodurch die
Verstarkungsstrukturen entlang einer Hauptrichtung

aufgebracht werden kénnen.

Nach dem Aufbringen der Verstarkungsstrukturen wird die
Halterung entfernt. Insbesondere ist es moglich, dass das
Entfernen der Halterung nach dem Umformen mit dem FormkoOrper
erfolgt. Ferner ist es mdglich, dass zundchst ein erster
Teil der Verstarkungsstrukturen aufgebracht wird und vor dem
Aufbringen eines zweiten Teils der Verstarkungsstrukturen
ein Teil des Formkdrpers auf den ersten Teil der
Verstarkungsstrukturen aufgebracht wird. Zwischen dem ersten
Teil und dem zweiten Teil der Verstdrkungsstrukturen ist

dann der FormkOrper angeordnet.

Bei der Verwendung einer Halterung bei dem
Herstellungsverfahren ist es insbesondere mdéglich, dass
unterschiedliche Verstadrkungsstrukturen in verschiedenen

vertikalen Ebenen angeordnet sind. So koénnen beispielsweise
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zundachst die ersten Strukturen aufgebracht werden und
anschlieBend die zweiten Strukturen. Hierdurch kodnnen die
ersten und zweiten Strukturen in verschiedenen vertikalen
Ebenen angeordnet sein. An einer solchen Anordnung kann das
verwendete Verfahren an dem fertiggestellten Bauteil

nachgewiesen werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
flir das Bereitstellen der Verstarkungsstrukturen zunidchst
eine Keimschicht auf einen Hilfstrdger aufgebracht. Bei der
Keimschicht kann es sich insbesondere um eine elektrisch
leitend ausgebildete Schicht, die mit einem Metall gebildet
ist, handeln. Hierbei ist es mdéglich, dass die Keimschicht
mit dem Material der Verstarkungsstrukturen gebildet ist.
Der Hilfstradger kann beispielsweise eine Tragerfolie sein.
Die Keimschicht kann ganzflachig oder strukturiert auf eine
AuBenflédche des Hilfstragers, beispielsweise mittels
Aufdampfens, Aufsprithens oder unter Verwendung eines

Druckverfahrens, aufgebracht sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
auf eine dem Hilfstrager abgewandte Keimflache der
Keimschicht eine Galvanikschicht galvanisch abgeschieden.
Die Galvanikschicht ist strukturiert. Beispielsweise ist die
Galvanikschicht gitterfdrmig strukturiert. Insbesondere kann
die strukturierte Galvanikschicht die Form der
bereitzustellenden Verstarkungsstrukturen aufweisen. Der fiir
das galvanische Abscheidens erforderliche Strom kann iiber
die Keimschicht bereitgestellt werden. Die Galvanikschicht
bildet zumindest teilweise die Verstarkungsstrukturen. Es
ist also moglich, dass es sich bei den Galvanikschicht um
die bereitzustellenden Verstarkungsstrukturen handelt.

Alternativ koénnen die Galvanikschicht einen Teil der
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bereitzustellenden Verstarkungsstrukturen bilden.
Beispielsweise bilden ein Teil der Keimschicht und die
Galvanikschicht gemeinsam die Verstarkungsstrukturen. Die
geometrische Form der Verstarkungsstrukturen wird zumindest
stellenweise mittels einer lithografischen Maske und/oder

mittels eines Druckverfahrens definiert.

In dem Fall, dass eine lithografische Maske zum Einsatz
kommt kann die Keimschicht ganzfldchig, insbesondere als
dinne Schicht, auf dem Hilfstrager aufgebracht sein. Die
lithografische Maske kann direkt auf die Keimschicht
aufgebracht werden. Alternativ kann die Maske auf den
Hilfstrager aufgebracht sein und diesen teilweise bedecken.
Beispielsweise kann die Keimschicht vor dem galvanischen
Abscheiden der Galvanikschicht mittels eines Lift-0Off-
Verfahrens bereichsweise entfernt werden, sodass eine
strukturierte Keimschicht, die eine &hnliche Form wie die
bereitzustellenden Verstadrkungsstrukturen aufweist,
entsteht. Die Galvanikschicht wird dann lediglich an der
bereits strukturierten Keimschicht abgeschieden. Alternativ
kann die lithografische Maske Bereich der Keimschicht
bedecken, sodass die Galvanikschicht nur in nicht bedeckten

Bereichen der Keimschicht auf diese abgeschieden wird.

Falls ein Druckverfahren zum Einsatz kommt kann die
Keimschicht beispielsweise mit einem
Tintenstrahldruckverfahren auf den Hilfstrager derart
aufgedruckt sein, dass lediglich Bereiche des Hilfstragers
von der Keimschicht bedeckt sind, die eine &hnliche Form wie

die bereitzustellenden Verstarkungsstrukturen aufweisen.

Nach dem galvanischen Abscheiden der Galvanikschicht kann

der Hilfstrdger entfernt werden. Ferner ist es mdglich, die
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Keimschicht von der Galvanikschicht zu entfernen. In diesem
Fall bildet die Galvanikschicht die Verstadrkungsstrukturen.
Alternativ kann die Keimschicht an der Galvanikschicht
verbleiben. In diesem Fall bilden die Galvanikschicht und

die Keimschicht gemeinsam die Verstadrkungsstrukturen.

Die Verstarkungsstrukturen konnen insbesondere mechanisch
selbsttragend ausgebildet sein, das heiBt dass die
Verstarkungsstrukturen im Rahmen eines Fertigungsverfahrens
mit Werkzeugen, wie beispielsweise einer Pinzette,
gehandhabt werden kdnnen, ohne dass ein weiteres stiitzendes
Element vorhanden sein muss. Die Verstarkungsstrukturen
kénnen als Ganzes an der der Montagefldche abgewandten Seite
des Formkorpers oder auf die Montagefldche aufgebracht
werden. Insbesondere kann das Aufbringen der
Verstarkungsstrukturen derart erfolgen, dass der
Halbleiterchip und/oder weitere Komponenten des Bauteils
innerhalb der Offnungen der Verstidrkungsstrukturen
angeordnet sind. Nach dem Umformen der
Verstarkungsstrukturen mit dem Formkdrper kann zudem das

Material des Formkdrpers in den Offnungen angeordnet sein.

Mit dem eben beschriebenen Herstellungsverfahren kénnen
zusammenhdngende Verstadrkungsstrukturen bereitgestellt
werden. Es ist insbesondere moglich, dass die mittels
galvanischen Abscheidens hergestellten
Verstarkungsstrukturen miteinander verbunden sind. Anhand
einer solchen Konfiguration der Verstarkungsstrukturen kann
das verwendete Herstellungsverfahren an dem fertiggestellten

Bauteil nachgewiesen werden.

Im Folgenden werden das hier beschriebene elektronische

Bauteil sowie das hier beschriebene Verfahren zur
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Herstellung eines elektronischen Bauteils anhand von
Ausfihrungsbeispielen und den dazugehérigen Figuren naher

erlautert.

Die Figuren 1, 2 und 3 zeigen Ausfithrungsbeispiele eines
hier beschriebenen elektronischen Bauteils anhand

schematischer Aufsichten.

Die Figuren 4A, 4B, 4C, 4D zeigen Ausfihrungsbeispiele eines
hier beschriebenen elektronischen Bauteils anhand

schematischer Schnittdarstellungen.

Die Figuren 5 und 6 zeigen Ausfihrungsbeispiele eines hier
beschriebenen elektronischen Bauteils
beziehungsweise eines hier beschriebenen
Verfahrens zur Herstellung eines elektronischen

Bauteils anhand schematischer Aufsichten.

Die Figuren 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B und 9C
zeigen Ausfihrungsbeispiele eines hier
beschriebenen Verfahrens zur Bereitstellung von
Verstarkungsstrukturen fir ein hier beschriebenes

elektronisches Bauteil.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
malstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren

Verstandnis lbertrieben groll dargestellt sein.
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Anhand der schematischen Aufsicht der Figur 1 ist ein hier
beschriebenes elektronisches Bauteil 1 nadher erlautert. Die
Aufsicht erfolgt hierbei und im Folgenden aus der vertikalen
Richtung z. Das elektronische Bauteil 1 erstreckt sich
entlang einer ersten lateralen Richtung x und einer zweiten
lateralen Richtung y. Die beiden lateralen Richtungen x, y
und die vertikale Richtung z stehen jeweils senkrecht
aufeinander. Entlang der ersten lateralen Richtung x weist
das elektronische Bauteil 1 eine erste maximale Erstreckung
1x auf. Entlang der zweiten lateralen Richtung y weist das
elektronische Bauteil 1 eine zweite maximale Erstreckung ly

auf.

Das elektronische Bauteil 1 umfasst einen Halbleiterchip 10
und Verstarkungsstrukturen 2, 2%, die ladnglich ausgebildet
sind und jeweils eine Lange L, L' aufweisen. Den
Verstarkungsstrukturen 2, 2' kann jeweils eine der lateralen
Richtungen x, y als Hauptrichtung, entlang derer sich die
Verstarkungsstruktur hauptsdchlich erstreckt, zugewiesen
werden. Die Verstarkungsstrukturen 2, 2' erstrecken sich
entlang eines GroBteils der maximalen Erstreckung 1lx, ly des
elektronischen Rauteils 1 der Hauptrichtung der jeweiligen
Verstarkungsstruktur 2, 2'. Vorliegend erstrecken sich die
Verstarkungsstrukturen 2, 2' in jeder lateralen Richtung x,
y vollstandig durch das elektronische Bauteil 1. Mit anderen
Worten, die Lange L, L' jeder Verstarkungsstruktur 2, 2!
entspricht der maximalen Erstreckung 1x, ly des Bauteils
entlang der Hauptrichtung der jeweiligen

Verstarkungsstruktur 2, 2%'.

Die Verstadrkungsstrukturen 2, 2' umfasst erste Strukturen 2,
die sich entlang der ersten lateralen Richtung x erstrecken

und eine erste Lange L aufweisen, und zweite Strukturen 2%V,
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die sich entlang der zweiten lateralen Richtung y erstrecken
und eine zweite Lange L' aufweisen. Die ersten Strukturen 2
und die zweiten Strukturen 2' verlaufen im Rahmen der

Herstellungstoleranzen quer oder senkrecht zueinander.

Das elektronische Bauteil 1 umfasst ferner einen Formkdrper
3. Der Formkérper 3 umschlieBt den Halbleiterchip 10 und die

Verstarkungsstrukturen 2, 2' in den lateralen Richtungen x,

V.

Zudem umfasst das Bauteil 1 eine Durchfihrung 41 zur
elektrischen Kontaktierung des Halbleiterchips 10 sowie eine
Schutzdiode 42 zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen.
Die Durchfihrung 41 und die Schutzdiode 42 sind in lateralen
Richtungen x, y beabstandet von dem Halbleiterchip 10
angeordnet und von dem Formkorper 3 umformt. Die
Durchfihrung 41 und die Schutzdiode 42 sind jeweils mit dem

Halbleiterchip 10 elektrisch leitend verbunden.

In dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1 werden
der Halbleiterchip 10, die Durchfihrung 41 und die
Schutzdiode 42 gemeinsam von den Verstarkungsstrukturen 2,
2Y in lateralen Richtungen x, y vollstandig rahmenartig

umschlossen.

Anhand der schematischen Aufsicht der Figur 2 ist ein
weiteres Ausfiilhrungsbeispiel eines hier beschriebenen
elektronischen Rauteils ndher erlautert. Das
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 2 unterscheidet sich von dem

der Figur 1 wie folgt.

Im Gegensatz zu der Figur 1 erstrecken sich die

Verstarkungsstrukturen 2, 2' des Ausfiihrungsbeispiels der
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Figur 2 nicht vollstandig entlang ihrer jeweiligen
Hauptrichtung. Die Ladnge L, L' der Verstadrkungsstrukturen 2,
2" der Figur 2 betragt wenigstens 60 % und hochstens 80 %
der maximalen Erstreckung 1x, ly des elektronischen Bauteils
1 entlang der lateralen Richtung x, vy, die der

Verstarkungsstruktur 2, 2" als Hauptrichtung zugewiesen ist.

Ferner ist bei dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 2 zwischen
dem Halbleiterchip 10 und der Durchfihrung 41
beziehungsweise der Schutzdiode 42 ebenfalls eine
Verstarkungsstruktur 2, 2" angeordnet. Falls die
Verstarkungsstrukturen 2, 2' mit einem elektrisch leitenden
Material, wie beispielsweise einem Metall, gebildet sind,
kann die elektrische Verbindung der Durchfiihrung 41 und des
elektrischen Halbleiterchips 10 mit einer dielektrischen
Bricke iber die mittig angeordnete Verstarkungsstruktur 2,

2" gewdhrleistet werden (in den Figuren nicht dargestellt).

Anhand der schematischen Aufsicht der Figur 3 ist ein
weiteres Ausfiilhrungsbeispiel eines hier beschriebenen
elektronischen Bauteils 1 naher erlautert. Das
Ausfihrungsbeispiel der Figur 3 stellt eine Kombination der

Ausfihrungsbeispiele der Figuren 1 und 2 dar.

Die Verstadrkungsstrukturen 2, 2' erstrecken sich entlang
ihrer jeweiligen Hauptrichtung vollstandig durch das Bauteil
1. Ferner ist zwischen dem Halbleiterchip 10 und der
Schutzdiode 42 beziehungsweise der Durchfihrung 41 eine

Verstarkungsstruktur 2, 2' angeordnet.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren
47, 4B, 4C und 4D sind weitere Ausfiihrungsbeispiele eines

hier beschriebenen elektronischen Bauteils 1 naher
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erlautert. Der Querschnitt der Schnittdarstellung verlauft
jeweils entlang der in der Figur 3 eingezeichneten

Querschnittslinie AB.

Die Figur 4A zeigt Verstarkungsstrukturen 2, 2', die sich
entlang der vertikalen Richtung z vollstdndig durch das
Bauteil 1 erstrecken. Die Verstadrkungsstrukturen 2, 2' sind
an der Deckflache 1A und an der Bodenflache 1C des
elektronischen BRauteils 1 frei zugdnglich. Ferner weisen die
Verstarkungsstruktur 2, 2" eine gleichmédlige Dicke 2d

entlang der vertikalen Richtung z auf.

Die Figur 4B zeigt Verstarkungsstrukturen 2, 2%', die
lediglich an der Rodenflache 1c des elektronischen Bauteils
1 frei zuganglich sind. An ihrer der Bodenflache 1c
abgewandten Seite sind die Verstarkungsstrukturen 2, 2%

vollstandig von dem Formkorper 3 lberdeckt.

Die Figur 4C zeigt Verstarkungsstrukturen 2, 2', die jeweils
zwel erste Bereiche 21 und einen zweiten Bereich 22
aufweisen. Die ersten Bereiche 21 weisen eine erste Dicke
21d auf und der zweite Bereich 22 weist eine zweite Dicke
22d auf, die grébBer ist als die erste Dicke 21d. Die ersten
Bereiche 21 sind an der Deckfldche la beziehungsweise an der

Bodenflache 1c des Bauteils 1 frei zuganglich.

Die Figur 4D zeigt Verstarkungsstrukturen 2, 2', die in der
vertikalen Richtung z vollstdndig von dem Formkdrper 3
umschlossen sind. An einer solchen Konfiguration ist das
verwendete Herstellungsverfahren an dem fertiggestellten
Bauteil 1 nachweisbar. So wurden bei dem
Herstellungsverfahren zundchst der Halbleiterchip 10 und ein

erster Teil 31 des Formkérpers 3 auf einen Trager (in den
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Figuren nicht dargestellt) aufgebracht. Der Trager war bei
dem vorliegend dargestellten Ausfihrungsbeispiel an der
Bodenflache 1lc angebracht. Anschlielend wurden die
Verstarkungsstrukturen 2, 2' auf der dem Trager abgewandten
Seite des ersten Teils 31 des Formkdrpers 3 aufgebracht.
Darauffolgend wurde ein zweiter Teil 32 des Formkdrpers 3
auf den ersten Teil 31 und die Verstadrkungsstrukturen 2, 2%

aufgebracht.

Anhand der schematischen Aufsicht der Figur 5 ist ein
weiteres Ausfiilhrungsbeispiel eines hier beschriebenen
elektronischen Bauteils 1 naher erlautert. Das dargestellte
elektronische Bauteil 1 weist mehrere Halbleiterchips 10
auf. Zwischen den Halbleiterchips 10 sind
Verstarkungsstrukturen 2, 2' angebracht, die sich
vollstandig entlang der zweiten maximalen Erstreckung ly des
Bauteils 1 in der zweiten lateralen Richtung y erstrecken.
Weitere Verstadrkungsstrukturen 2, 2' erstrecken sich nur
entlang eines Teils der maximalen Erstreckung 1x, ly des
Bauteils 1 entlang der ersten beziehungsweise zweiten

lateralen Richtung x, vy.

Anhand der schematischen Aufsicht der Figur 6 ist ein
weiteres Ausfiilhrungsbeispiel eines hier beschriebenen
elektronischen Bauteils 1 sowie ein Verfahrensschritt eines

hier beschriebenen Verfahrens naher erlautert.

Der dargestellte Verfahrensschritt zeigt zwei miteinander
verbundene elektronische Bauteile 1. Die Konfiguration der
Bauteile 1 entspricht der des Ausfihrungsbeispiels der Figur
2. In einem weiteren Verfahrensschritt kénnen die Rauteile 1

entlang einer Vereinzelungslinie 6 vereinzelt werden. Die
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Bauteile sind vorliegend symmetrisch zu der

Vereinzelungslinie 6 ausgebildet.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren
7A, 7B, 7C und 7D ist ein Ausfiihrungsbeispiel eines hier
beschriebenen Verfahrens zur Bereitstellung von
Verstarkungsstrukturen fir ein hier beschriebenes
elektronisches Bauteil 1 und ein hier beschriebenes

Verfahren nadher erlautert.

In dem in der Figur 7A dargestellten Verfahrensschritt wird
ein Hilfstrager 71 und eine auf dem Hilfstrager 71
ganzflachig aufgebrachte Keimschicht 23 bereitgestellt. Die
Keimschicht 23 kann mit einem elektrisch leitenden Material
gebildet sein. Bei dem Hilfstrdger 71 kann es sich
beispielsweise um eine Tragerfolie handeln. Ferner ist auf
der Keimschicht 23 eine Maske 72 aufgebracht, die
strukturiert ist, sodass die Keimschicht eine dem
Hilfstrager 71 abgewandte freiliegende Keimfldche 23a
aufweist. Die Strukturierung der Maske 72 kann unter
Verwendung eines lithografischen Verfahrens erfolgt sein. Im
Bereich der Keimflache 23a ist die Keimschicht 23 frei

zuganglich und insbesondere nicht von der Maske 72 bedeckt.

In dem in der Figur /B dargestellten Verfahrensschritt wird
auf die freiliegende Keimfldche 23a eine Galvanikschicht 24
galvanisch abgeschieden. Aufgrund der Maske 72 erfolgt das
Abscheiden anisotrop. Hierdurch weist die Galvanikschicht 24
entlang einer Haupterstreckungsebene des Hilfstradgers 71
eine kleinere Ausdehnung als senkrecht hierzu auf. Mit
anderen Worten, die Hohe der Galvanikschicht 24 ist groBer

als deren Breite.
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AnschlieBend wird die Maske 72 in dem in der Figur 7C
dargestellten Verfahrensschritt von der Keimschicht 23
abgeldst. Wie in der Figur 7D dargestellt ist es ferner
moéglich, dass zuvor von der Maske 72 bedeckte Bereiche der
Keimschicht 23 ebenfalls abgeldst werden. Das Abldsen kann
beispielsweise mit einem Atzverfahren erfolgen. Die nicht
entfernten Bereiche der Keimschicht 23 kénnen dann gemeinsam
mit der Galvanikschicht 24 die Verstarkungsstrukturen 2, 2%
bilden. In einem weiteren, in den Figuren nicht
dargestellten Verfahrensschritt, kann der Hilfstrager 71

abgeldst werden.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren
8A, 8B, 8C und 8D ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines
hier beschriebenen Verfahrens zur Bereitstellung von
Verstarkungsstrukturen fir ein hier beschriebenes
elektronisches Bauteil 1 und ein hier beschriebenes

Verfahren nadher erlautert.

In dem in der Figur 8A dargestellten Verfahrensschritt wird
erneut die auf dem Hilfstrager 71 aufgebrachte Keimschicht
23 zur Verfligung gestellt. Auf die Keimschicht 23 ist die
Maske 72 aufgebracht. In dem Verfahrensschritt der Figur 8B
werden nicht von der Maske 72 bedeckte Bereiche der
Keimschicht 23 von dem Hilfstrdger 71 entfernt. Das

Entfernen kann mit einem Atzverfahren erfolgen.

Nach dem Abldsen der Maske 72 liegt die Keimschicht 23
strukturiert vor (siehe Figur 8C). Auf die Keimflache 23a
der Keimschicht 23 wird nun die Galvanikschicht 24
galvanisch abgeschieden (siehe Figur 8D). Das Abscheiden
erfolgt isotrop, sodass die Galvanikschicht 24 im

Wesentlichen vom Hilfstrdger 71 aus betrachtet in allen
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Richtungen eine gleiche Ausdehnung aufweist. Die Keimschicht
23 und die Galvanikschicht 24 konnen zusammen die
Verstarkungsstrukturen 2, 2' bilden. Nach dem galvanischen

Abscheiden kann der Hilfstrdger 71 entfernt werden.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren
9A, 9B und 9C ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines
hier beschriebenen Verfahrens zur Bereitstellung von
Verstarkungsstrukturen fir ein hier beschriebenes
elektronisches Bauteil 1 und ein hier beschriebenes

Verfahren nadher erlautert.

Bei dem dargestellten Ausfihrungsbeispiel wird in dem
Verfahrensschritt der Figur 9A zunadchst die Maske 72 auf den
Hilfstrager 71 aufgebracht und anschlielend in dem
Verfahrensschritt der Figur 9B die Keimschicht 23
aufgebracht. Die Keimschicht 23 bedeckt dann lediglich wvon
der Maske 72 nicht bedeckte Bereiche des Hilfstragers 71.
AnschlieBend wird die Maske 72 abgeldst (siehe Figur 9C) und
es liegt eine strukturierte Keimschicht 23 wie bereits in
der Figur 8C dargestellt vor. Das galvanische Abscheiden der
Galvanikschicht 24 kann dann wie in der Figur 8D dargestellt

erfolgen.

Es ist alternativ moéglich, dass die in den Figuren 8C und 9C
dargestellte strukturierte Keimschicht 23 unter Verwendung
eines Druckverfahrens bereits strukturiert auf den
Hilfstrager 71 aufgebracht wird. Das galvanische Abscheiden
der Galvanikschicht 24 kann dann wie in der Figur 8D

dargestellt erfolgen.
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Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE 102015107660.8, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen
in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder die Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche:

Elektronisches Bauteil (1), das sich entlang einer
Haupterstreckungsebene in einer ersten lateralen
Richtung (x) und in einer zweiten lateralen
Richtung (y) erstreckt, umfassend

- zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchip
(10) mit einer Strahlungsdurchtrittsfléache,

- einen Formkorper (3), der den Halbleiterchip (10)
lateral vollstandig umschlieBt, und

- eine Vielzahl von mechanischen
Verstarkungsstrukturen (2, 2'), wobei

- die Strahlungsdurchtrittsfliache zumindest
stellenweise frei ist von dem Formkdrper (3),

- die Verstarkungsstrukturen (2, 2') in den
Formk&érper (3) eingebettet sind,

- jede Verstarkungsstruktur (2, 2') langlich
ausgebildet ist und jeweils eine Lange (L, L)
aufweist, die einen GroBteil einer maximalen
Erstreckung des elektronischen Bauteils (1) in
der ersten lateralen Richtung (x) und/oder in der
zweiten lateralen Richtung (Y) betragt und

- jede Verstarkungsstruktur (2, 2') in der ersten
und/oder zweiten lateralen Richtung (x, V)
beabstandet zu dem Halbleiterchip (10) angeordnet

ist.

Elektronisches Bauteil (1) nach dem vorherigen
Anspruch,

wobei die Verstarkungsstrukturen (2, 2') elektrisch
von dem zumindest einen Halbleiterchip (10)

isoliert sind.
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Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2%) aus
einem Material bestehen, das eine hohere
Bruchfestigkeit und/oder einen hoheren
Elastizitatsmodul als das Material des Formkdrpers

(3) aufweist.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

wobei sich jede Verstarkungsstruktur (2, 2%)
hauptsachlich entlang einer Hauptrichtung, bei der
es sich um die erste oder um die zweite laterale
Richtung (x, y) handelt, erstreckt und wobei die
Lange (L, L‘) jeder Verstarkungsstruktur (2, 2%)
wenigstens 60 %, bevorzugt wenigstens 70 %, der
maximalen Erstreckung (lx, ly) des elektronischen
Bauteils (1) entlang der Hauptrichtung der

jeweiligen Verstarkungsstruktur (2, 2') betragt.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2') erste
Strukturen (2) und zweite Strukturen (2') umfassen,
die im Rahmen der Herstellungstoleranzen quer
und/oder senkrecht zueinander verlaufen, wobei die
ersten Strukturen (2) und die zweiten Strukturen
(2') den zumindest einen Halbleiterchip (10)

rahmenartig umgeben.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der

vorherigen Anspriiche,
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10.

11.

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2%)

paarweise voneinander beabstandet angeordnet sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,
bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2%)

miteinander verbunden sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach dem vorherigen
Anspruch,

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2') die
ersten Strukturen (2) und die zweiten Strukturen
(2') umfassen, wobei die ersten Strukturen (2) und
die zweiten Strukturen (2') in voneinander

verschiedenen vertikalen Ebenen angeordnet sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2') die
ersten Strukturen (2) und die zweiten Strukturen
(2') umfassen, wobei die ersten Strukturen (2) und
die zweiten Strukturen (2') in derselben vertikalen

Ebene angeordnet sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem der Formkdrper (3) die
Verstarkungsstrukturen (2, 2') in der vertikalen

Richtung (Z) vollstandig umschlielRt.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem die Verstarkungsstrukturen (2, 2') an einer
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12.

13.

14.

15.

Deckflache (la) des Bauteils (1) und/oder an einer
der Deckflache (la) abgewandten Bodenflache (lc)

des Bauteils (1) frei von dem Formkorper (3) sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem der Formkdrper (3) die
Verstarkungsstrukturen (2, 2%') in der ersten
lateralen Richtung (x) und/oder in der zweiten

lateralen Richtung (Y) vollstandig umschlieBt.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem eine Dicke (2d, 21d, 22d) jeder
Verstarkungsstruktur (2, 2%') senkrecht zur Lange
(L, L) wenigstens 8 um und hochstens 250 um
betragt.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

bei dem jede Verstarkungsstruktur (2, 2') entlang
der vertikalen Richtung (Z) zumindest einen ersten
Bereich (21) mit einer ersten Dicke (21d) und
zumindest einen zweiten Bereich (22) mit einer
zweiten Dicke (22d), die von der ersten Dicke

verschieden ist, aufweist.

Elektronisches Bauteil (1) nach dem vorherigen
Anspruch,

bei dem die erste Dicke (21d) kleiner ist als die
zweite Dicke (22d) und der erste BRereich (21) naher
an der Deckflache (la) und/oder der Bodenflache

(lc) angeordnet ist als der zweite Bereich (22).
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le.

17.

18.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der obigen
Anspriche, bei dem die Strahlungsdurchtrittsflache

vollstandig frei ist von dem Formkdrper (3).

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen
Bauteils (1) nach einem der vorherigen Anspriliche,
aufweisend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines Tragers mit einer
Montageflache, Bereitstellen der
Verstarkungsstrukturen (2, 2') und Bereitstellen
des zumindest einen Halbleiterchips (10),

- Aufbringen des zumindest einen Halbleiterchips
(10) auf der Montageflache,

- Aufbringen der Verstarkungsstrukturen (2, 2') und

- Umformen des Halbleiterchips (10) und der
Verstarkungsstrukturen (2, 2') mit dem Formkorper

(3).

Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,

wobei das Verfahren ferner die folgenden Schritte

umfasst:

- teilweises Umformen des Halbleiterchips (10) mit
einem ersten Teil des Formkdrpers (3),

- Aufbringen der Verstarkungsstrukturen (2, 2') auf
die der Montageflache abgewandte Seite des ersten
Teils des Formkorpers (3) und

- teilweises Umformen des Halbleiterchips (10) und
der Verstarkungsstrukturen (2, 2') mit einem
zweiten Teil des Formkérpers (3), wobei

- die Schritte in der angegebenen Reihenfolge

durchgefihrt werden.
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19.

20.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei zumindest eine der Verstarkungsstrukturen

(2, 2') durch einen Draht gebildet ist, wobei der
Draht vor dem Aufbringen der Verstarkungsstrukturen
(2, 2') in eine Halterung gespannt wird und die
Halterung nach dem Aufbringen der

Verstarkungsstrukturen (2, 2') entfernt wird.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei das Bereitstellen der Verstarkungsstrukturen
(2, 2%) die folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellen einer auf einen Hilfstrager (71)
aufgebrachten Keimschicht (23),

- galvanisches Abscheiden einer strukturierten
Galvanikschicht (24) auf eine dem Hilfstréager
abgewandte Keimfldche (23a) der Keimschicht (23),
wobei

- die Galvanikschicht (24) einen Teil der
Verstarkungsstrukturen (2, 2') bildet, und

- die geometrische Form der Verstarkungsstrukturen
(2, 2%') zumindest stellenweise mittels einer
lithografischen Maske (72) und/oder mittels eines

Druckverfahrens definiert wird.
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